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【手続補正書】
【提出日】平成28年5月31日(2016.5.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８９】
　高速ＩＯ回路４１において、レジスタ設定部３０－１は、レジスタｒ１へのデータ値設
定を行う。レジスタｒ１に設定されたデータ値は、バッファ４ａへ出力されて、バッファ
４ａの電気的特性が調整される。また、レジスタ値設定部３０－２は、レジスタｒ２への
データ値設定を行う。レジスタｒ２に設定されたデータ値は、バッファ４ｂへ出力されて
、バッファ４ｂの電気的特性が調整される。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項９】
　前記第２の結線状態で前記レジスタに１を設定する場合は、
　前記制御回路は、前記ヒューズの接続を維持するための前記制御信号を前記レジスタ設
定部に供給し、
　前記レジスタ設定部は、前記出力ノードが前記第１の電位レベルに設定されることで、
前記リセット端子に前記第１の電位レベルの信号を入力し、前記セット端子に前記第１の
電位レベルよりも高い第３の電位レベルの信号を入力する、
　ことを特徴とする請求項８記載の半導体装置。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図４】

【手続補正４】
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【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図５】
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